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本研究では，ナノスケール領域における材料の配置技術の解決とデバイス作製法の開発を⽬的
に電気化学的⼿法によるナノ単結晶の作製を⾏ってきた。この「ナノ電解法」1を利⽤すること
で，ギャップ部分を架橋するようにナノ単結晶を作製すること
が可能であり，ソース・ドレイン電極間をナノ単結晶で架橋し
たデバイスの作製が可能である。電解結晶成⻑法を基にしたナ
ノ電解法は多くの有機導電体材料に展開可能で，絶縁体，半導
体から⾦属的なバンドを持つ材料まで，多様な電⼦特性を有す
るナノ単結晶の作製が可能である。今回はこれまでのナノ単結
晶デバイスの特性について議論するとともに，新規有機材料を
⽤いたナノ単結晶の構築の試みについて報告する。 

ナノ電解法にはこれまでと同様，専⽤の電解セル（図１）2

及び 5 µmギャップの電極基板を⽤いた。シリンジフィルタでろ
過した原料溶液を１室型の電解セルに加え，電解を⾏った。交
流を⽤いることで電極間にナノ単結晶が成⻑することが期待さ
れるため，電解は主に交流で⾏った。 

その結果，いずれの材料でも材料に依存することなくナノ単
結晶は交流条件で電極間に成⻑することが確認され，これまで
同様の架橋構造が得られることが分かった。得られたナノ単結
晶は基板ごと洗浄・乾燥し，電⼦特性測定に⽤いた。電気分解
で⽤いた２つの電極をそれぞれソース，ドレイン電極として⽤
い２端⼦測定を⾏った。また，酸化膜付きシリコン基板のシリ
コン層をゲート電極とすることでバックゲート型のトランジス
タ構造が得られるため，この構造を利⽤してナノ単結晶の電⼦
特性を調べた。 

これらのナノ単結晶作製の詳細と電⼦特性について報告，議
論する予定である。 
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図１：ナノ電解法
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